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 بالا بوست
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با ضریب بوست بالا ارائه شده  1ASqZSI)-(EB در این مقاله، یک ساختار جدید برای اینورتر شبه منبع امپدانس با یک سوییج فعال از نوع - چکیده

های اینورتر را بطور همزمان دارا است. ساختار پیشنهادی مزایای ضریب بوست بالا، جریان ورودی پیوسته و زمین مشترک بین منبع ورودی و ساق

دیود کمتر و یک خازن بیشتر بوده و  دارای یک سلف و دو (EB-ASqZSI)باشد. این ساختار نسبت به اینورتر شبه منبع امپدانس حاوی سوییج فعال می

کوتاه باشد. اینورتر پیشنهادی به علت ضریب بوست بالا، دارای بازه اتصالمیزان بوست ولتاژ آن بیشتر از دو برابر میزان بوست ساختار مورد مقایسه می

شود. شایان ذکر است ساختار پیشنهادی ولتاژ خروجی میخیلی پایین و شاخص مدولاسیون بالاتری خواهد بود که منجر به کاهش اعوجاج هارمونیکی در 

باشد. از طرف دیگر، ساختار پیشنهادی در مقایسه با ساختارهای ارایه را دارا می DCدر شاخص مدولاسیون واحد، توانایی افزایش دو برابری ولتاژ ورودی 

باشد. اصول جزای پسیو و ریپل جریان ورودی دارای برتری محسوس میشده اخیر به ازای بهره ولتاژ خروجی یکسان از نظر استرس سوییج، تعداد ا

سازی بیانگر صحت سازی شده است. نتایج شبیهشبیه Matlab/Simulinkعملکرد و روابط ریاضیاتی حاکم بر ساختار پیشنهادی تحلیل شده و در محیط 

 باشد.عملکرد ساختار پیشنهادی می

 حاوی سوییچ فعال شبکه شبه منبع امپدانستنش ولتاژ کم، اینورتر شبه منبع امپدانس،  ،ضریب بوست بالا :کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

مبدل منبع امپدانس برای اولین بار توسططا اقای پند در سططال 

[ که شططامد دو شططبنه منبع امپدانسططی بین 9معرفی شططد   8009

(، از 9باشد. این ساختار مطابق شند )می DCاینورتر و منبع ورودی 

شند زمان  ست که م شده ا شنید  سلف ت دو خازن، ید دیود و دو 

[ اینورتر 8تر حد نمود. در  های اینورزنی سطططاقمرده را برای کلید

ضریب  (qZSI)8شبه منبع امپدانس  ست که دارای  شده ا شنهاد  پی

بوسطططت برابر با اینورتر منبع امپدانس متداول بوده و نسطططبت به  ن 

مزایایی از قبید ریتینگ کمتر اجزای پسیو، جریان ورودی پیوسته و 

ساق شترک بین  را دارا ورودی  DCهای اینورتر و منبع ولتاژ زمین م

 باشد. می

 
9 Enhance Boost Active Switch Quasi Z-Source Inverter 
2 Quasi Z-Source Inverter  
9 Enhance Boost Quasi Z-Source Inverter 

 
 

تاکنون سططاختارهای متعددی با هدب بهبود ضططریب بوسططت در 

ست   شده ا شنهاد  سیون بالا پی ضافه 9[. در  9شاخص مدولا [ با ا

سی  شبنه منبع امپدان سلف( در  سیو )دیود، خازن و  کردن اجزای پ

[ به ترتیب از 5[ و  4ضططریب بوسططت بیشططتر ارایه شططده اسططت. در  

ش سوییچ  شونده )SCونده )ترکیب خازن  سوییچ  سلف  ( و SL( و 

ستفاده تعمیم یافته  ن سی ا شبه منبع امپدان شبنه  ساختار  ها در 

ست.  شده ا ساختارها باعث افزایش بهره ولتاژ خروجی  شده که این 

ساختار 6علاوه بر این در   ست بالاتر  ضریب بو ستیابی به  [ برای د

( استفاده qZSI-BE)9شبه منبع امپدانس با ضریب بوست بهبودیافته 

ست. در   [ به منظور بهبود بهره ولتاژ خروجی و نیز پروفید 7شده ا

جریان ورودی، شططبنه شططبه منبع امپدانس با خاصططیت بوسططت فعال 
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4(qSBI)  شبه منبع سبت به اینورتر  ساختار ن ست این  شده ا ارائه 

ضافی در  سوئیج ا سیو کمتر و ید  صر پ امپدانس متداول دارای عنا

امپدانس بوده و راندمان بالاتری توسطططا  ن حاصطططد شطططبنه منبع 

 (qSBI)به جای سلف در شبنه  SLهای شود. با جایگذاری سلولمی

[. با این وجود استرس ولتاژ 2 ید  به وجود می 5qSBI)-(SLساختار 

ه یابد. ببرای اجزای اکتیو و پسطططیو و جریان ریپد ورودی افزایش می

     ، (qSBI) 6به شططبنه SCهای طرز مشططابه با اضططافه کردن سططلول

(SC-qZBI)   1ها که ضریب بوست بالایی دارند ارائه شدند.] 

2L

1C 2CDCV

ini

1S 3S 5S

4S 6S 2S

Load

inD 1L

pnV

 
 [9: اینورتر منبع امپدانس  9شند 

شترک بین منبع ورودی  ساق DCوجود زمین م های اینورتر و 

افزایش راندمان،کاهش کند و باعث از جریان نشطططتی جلوییری می

سایز ساختار جدید 99  [. در90شود  می اینورتر هزینه و  [ با ایننه 

با تعداد اجزای پسطططیو کمتر ارایه برای اینورتر شطططبه منبع امپدانس 

های و سططاق DCها بین منبع ولتاژ شططده اسططت اما در این سططاختار

ختار اینورتر زمین مشططترک وجود ندارند. برای رفع ایراد مذکور، سططا

(EB-ASqZSI)   سان 98در ست ین ضریب بو شده که دارای  [ ارایه 

باشططد ولی تعداد اجزای پسططیو بیشططتری [ می90[ و  99با مراجع  

با اجزای پسیو  (EB-ASqZSI)[ ساختار 99ها دارد. در  نسبت به  ن

سبت به   ست که دارای زمین مشترک بوده 98بیشتر ن [ ارائه شده ا

 اژ  ن افزایش یافته است.و نیز میزان بوست ولت
شبه منبع امپدانس با  ساختار جدید برای اینورتر  در این مقاله، 

بدون کوپلاژ  بالا و  تاژ  ید بهره ول به منظور تول عال  ید سطططوئیج ف

مغناطیسططی ارائه شططده اسططت. سططاختار پیشططنهادی از تغییر ات ططال 

نشطططان داده  (EB-ASqZSI)های اینورتر شطططبه منبع امپدانس المان

ساختار پیشنهادی مزایای ضریب  شود.( حاصد می8ه در شند )شد

بوست بالا، جریان ورودی پیوسته و زمین مشترک بین منبع ورودی 

در شاخص مدولاسیون  های اینورتر را بطور همزمان دارا بوده وو ساق

 باشد. می DCواحد، قادر به افزایش دو برابری ولتاژ ورودی 

 
4 Quasi Switch Boost Inverter  
5 Siwtch Inductor Quasi Switch Boost Inverter  

شرح صول  ساختار این مقاله بدین  ست. در بخش دوم  نالیز ا ا

شد.  ضریب بهره ولتاژ ارایه خواهد  ستخراج  عملنرد حالت دائمی و ا

روند طراحی پارامترهای مداری سططاختار پیشططنهادی در بخش سططوم 

ارایه شططده اسططت. در بخش مهارم مقایسططه سططاختار پیشططنهادی با 

یب تو ششم به تر های ارایه شده اخیر و نهایتا در بخش پنجمساختار

 ییری ارایه خواهد شد.نتیجه سازی ونتایج شبیه

Load

1S 3S 5S

4S 6S 2S

1D

1L 2L

2C

1C

3C

3D

2D

0S

PNVDCV

3L

5D

4D

6D

 
 [99: اینورتر بهبود یافته با ید سوییج فعال  8شند 

 اصول عملکردی مبدل پیشنهادی -2

شبه منبع امپدانس با ید کلید فعال 9شند ) ساختار اینورتر   )

دهد. در این قسمت اصول عملنرد و استخراج پیشنهادی را نشان می

سادیی کار همه  ست. برای  شده ا شنهادی بیان  بهره ولتاژ اینورتر پی

 شوند.  ل فرض میهای ساختار پیشنهادی ایدهالمان

Load

1S 3S 5S

4S 6S 2S

1D1L 2L
2C

1C

3C4C

4D3D

2D

0S

PNVDCV

 
 : اینوتر پیشنهادی بهبود یافته بهره ولتاژ بالا با ید سوئیج فعال9 شند

 آنالیز عملکرد حالت دائمی -1-2

 شططبه منبع امپدانس ینورترمشططابه ا یشططنهادیپ ینورترعملنرد ا

 شططده یدات ططال کوتاه تشططن یراز دو حالت ات ططال کوتاه و   متداول

بار خروجی به صطططورک ید منبع جریان به هدب  ینا یاسطططت. برا

 ینا یمدار یدشمات شود.یرفته مینظر در  ینورترا هایساقموازاک 

 ( نشان داده شده است.4دو حالت در شند )

 

6 Siwtch capacitor Quasi Switch Boost Inverter 
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3C4C 3Ci

1D1L 2L

2C

1C

4D
3D

2D

0S

0PNV 
DCV

ini

   

 



 






1Li 2Li

1Ci
2Ci

4Ci



 
 )الف(

1D1L 2L

2C

1C

3C4C

4D
3D

2D

0S

DCV

ini

   

 



 






1Li 2Li

1Ci
2Ci

3Ci

4Ci





PNV

 
 )ب(

پیشنهادی )الف( حالت ات ال کوتاه )ب( حالت  یر : مدار معادل اینورتر 4شند 

 ات ال کوتاه

 حالت اتصال کوتاه -2-1-1

 6Sتا  0Sهای الف( تمام سططوئیج-4در این حالت مطابق شططند )

ساق و  1D، 2Dهای شوند. دیودهای اینورتر ات ال کوتاه میفعال و 

3D  4بایاس معنوس و دیودD  شوند. ولتاژ ورودی بایاس مستقیم می

DC  3و خازنC  4وC  1روی سلفL 3های و خازنC  4وC سلف  روی

2L 2های شططوند. خازندشططارژ میC  3زوC  با هم موازی شططده و ولتاژ

های حاکم بر المان KCLو  KCLها با هم برابر خواهد بود. روابا  ن

  ید. مطابق معادلاک زیر به دست می( Dات ال کوتاه ) بازهمدار در 

 

 

(9) 

1

2

1 2

1 2 4

2 1 2

1 2 4 1

2 30 ,

L

dc C C

L

C C

L L

dc C C

PN C C

di
L V V V

dt

di
L V V

dt

di di
L L V V V

dt dt

V VV



  




 



   



 

 

 

 

(8) 

1

2

4

1

32

1 2

1

4

2 3

C

L

C

L

CC

L L

dv
C I

dt

dv
C I

dt

dvdv
C C I I

dt dt


 




 



   


 

 حالت غیر اتصال کوتاه 2-1-2

خاموش شده  0Sکلید اضافی ب( -4مطابق شند )در این حالت 

ساق  ،1Dهای دیودشوند. های اینورتر در حالت عادی کلیدزنی میو 

2D  3وD  ستقیم و دیود ژی شوند. انرمی بایاس معنوس 4Dبایاس م

شده و خازن  1Cروی خازن  DCو منبع ورودی  1Lسلف  شارژ   2Cد

منین شططارژ شططده و هم DCو منبع ورودی  2Lو  1Lتوسططا سططلف 

سلف  4Cخازن  سا  شود. به دلید بالا بودن ظرفیت شارژ می 2Lتو

تاژ خازنفرکانس کلیدزنی  ن 4C و 1C ،2C، 3Cهای خازن ها ها، ول

با هم  2C ،3Cهای خازنثابت فرض شطططده اسطططت. در این حالت نیز 

ها با هم برابر خواهد بود. ضطمنا انرژی خخیره موازی شطده و ولتاژ  ن

 DCکه با منبع ولتاژ  3Cو نیز خازن  2Lو  1Lهای شطططده در سطططلف

شططود. مدک زمان عملنرد باشططد، به سططمت بار منتقد میسططری می

شده و با اعمال  D-1حالت  یر ات ال کوتاه با   KCLو  KVLتعریف 

  ید.معادلاک زیر به دست می

 
 

(9) 
 

1

2

1 1

2 1 2

2 3

L

dc C

L

C C

PN C C

di
L V V

dt

di
L V V

dt

V VV



 




 



 



 

 
 
 
(4) 

 

1 4

1 2

2 4

2

3

1 2

1

1 4

2 4

3

1 2

C C

L L

C C

L PN

C

PN

C C

L PN

dv dv
C C I I

dt dt

dv dv
C C I I

dt dt

dv
C I

dt

dv dv
C C I I

dt dt


  




  




 




  


 

 استخراج ضریب بوست  2-1-3

در حالت دائمی ثانیه  –مطابق قانون ولت به این که  توجهبا 

 ی تناوب برابر صفر است،متوسا ولتاژ دو سر ید سلف در ید دوره

 ( می توان نوشت:9( و )9با استفاده از روابا )

(5)     1 4 11 0dc C C dc CD V V V D V V      

(6)     1 2 1 21 0C C C CD V V D V V     

(7) 
1 2 2 3

0 0
0 0

T T

L L dc C CV dt V dt V V V       
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خازن6( و )5از معادلاک ) تاژ  تاژ لیند ( ول اینورتر  DCها و ول

  ید. پیشنهادی بدست می

 

(2) 

1

2 3

4

1 2
1 4

1
1 4

2
1 4

C dc

C C dc

C dc

D
V V

D

V V V
D

D
V V

D






 





 

(1) 
0 2

1
1 4S C dcV V V

D
 


 

(90) 
^

2 3
2

1 4
PN C C dcV V V V

D
  


 

Error! Reference source not found. تاژ ، نمودار بهره ول

[، 9ساختار پیشنهادی و پنج ساختار اینورتر منبع امپدانس متداول  

[، سططوئیج اینورتر با 9اینورتر شططبه منبع امپدانس مبتنی بر خازن  

ست بهبود یافته   شبه منبع امپدانس با ید 99ضریب بو [، اینورتر 

سیند کاری 99[ و  98کلید فعال   شان می D[ را بر حسب  د. دهن

همانطورینه در این شند قابد مشاهده است برای بهره ولتاژ ینسان، 

ساختار دیگر به بازه ات ال کوتاه  سبت به پنج  شنهادی ن ساختار پی

شد،  ساختار کمتر با کمتری نیاز دارد. هر مه بازه ات ال کوتاه ید 

تاژ سطططوییچ یافته و نیز شطططاخص اسطططترس ول های اینورتر کاهش 

ولتاژ  THDدانیم که افزایش بیشططتری یابد. میتواند مدولاسططیون می

 یابد.خروجی اینورتر با افزایش شاخص مدولاسیون کاهش می

 طراحی پارامترهای اجزای پسیو ساختار پیشنهادی -3

طبق اصططول  نالیز عملنرد سططاختار پیشططنهادی ارایه شططده در 

سلف سا خازنبخش قبد،  سلفها تو شده و جریان  شارژ  ها در ها 

 یابد. ت ال کوتاه به طور خطی افزایش میحالت ا

 

(99) 
1

2

1 2 4

2 1 2

2 2
1 4

2 2
1 4

L

dc C C dc

L

C C dc

di D
L V V V V

dt D

di D
L V V V

dt D

 
   

 



  

 

 

ها مطابق رابطه زیر محاسبه ( اندازه سلف99با استفاده از رابطه )

 شود می

(98) 1 2
1

(2 2 )
% (1 4 )

S dc

L L sh

DT D V
L L

x I D K


 


 

%که  Lx  ست و سلف ا سان مجاز برای جریان   shKحداکثر دامنه نو

 باشد.تعداد دفعاک وقوع ات ال کوتاه در ید دوره تناوب می

 
ال ها برحسب بازه ات : مقایسه بهره ولتاژ اینورتر پیشنهادی با سایر ساختار5ند ش

 کوتاه

ها در بازه ات ال کوتاه، اندازه خازن KCLبه طرز مشابه با اعمال 

 شود. ( طراحی می99مطابق رابطه )

(99) 

1
1

2 3
2

4
4

(2 2 )
% (1 4 )

(2 2 )
% (1 4 )

(2 2 )
% (1 4 )

S PN

C C sh

S PN

C C sh

S PN

C C sh

DT D I
C

x V D K

DT D I
C C

x V D K

DT D I
C

x V D K

 



 

 


 




 

 های دیگر مقایسه عملکرد ساختار پیشنهادی با ساختار -4

شنهادی از حیث میزان توانایی افزایش  ساختار پی در این بخش 

 هاهای مداری و استرس ولتاژ خازنولتاژ )ضریب بوست(، تعداد المان

  .ییردقرار میها با اساختارهای ارایه شده اخیر مورد مقایسه و سوییچ

  مقایسه توانایی بوست -4-1

با در نظر یرفتن روش بوسطططت ثابت برای تولید بازه ات طططال کوتاه،  

( M( توسا مقدار شاخص مدولاسیون )Dنسبت کاری ات ال کوتاه )

( مقایسططه بهره 6در شططند )شططود. محدود می D=1-Mمطابق رابطه 

ها بر حسططب ضططریب سططاختار پیشططنهادی با سططایر سططاختار ولتاژ

شاخص  شنهادی به ازای  ساختار پی ست.  شده ا سیون ارایه  مدولا

سان د سیون ین ضریب بهره بالاتری میمدولا شد.ارای   شایان خکربا

اسططت سططاختار پیشططنهادی در شططاخص مدولاسططیون واحد، توانایی 

شطططد که مزیت قابد بارا دارا می DCافزایش دو برابری ولتاژ ورودی 

 باشد.ای برای این ساختار میملاحظه
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 هامقایسه از نظر تعداد المان -2-4

ساختار سایر  شنهادی با  ساختار پی سه  های ها از نظر المانمقای

ارایه شده  (9، خازن و سلف( در جدول )اکتیو و پسیو )سوئیج، دیود

 های انطالم[ دارای 98[ و  99ع  ط، مرجبا توجه به این جطدولاست. 

 
ها برحسب ضریب : مقایسه بهره ولتاژ اینورتر پیشنهادی با سایر ساختار6شند 

 مدولاسیون 

( داری المان بیشتر نسبت به اینورتر پیشنهادی 99کمتر و مرجع )

[ دارای زمین مشترک نبوده ولی مرجع 99]باشند. در ضمن مرجع می

های  ن افزایش یافته است. و المان نموده[ این مشند را حد 98 

ساختار پیشنهادی در مقایسه این سه ساختار از نظر بهره ولتاژ دارای 

 باشد.برتری محسوس می

 های مورد مقایسههای ساختارمقایسه تعداد المان :9جدول          

تعداد 

 سوئیج

تعداد 

 دیود

تعداد 

 خازن

تعداد 

 سلف

 

9 4 8 8 EB-ASqZSI[12] 

9 8 8 8 HG-Qsbi[11] 

9 6 9 9 EB-ASqZSI[13] 

 ساختار پیشنهادی  8 4 4 9

 هاها و سوئیجمقایسه از نظر استرس ولتاژ خازن -3-4

سطاختار پیشطنهادی و  ولتاژ کلید (، مقایسطه اسطترس7شطند )

 دهد.ینسان نشان می بهره ولتاژساختارهای مورد مقایسه را به ازای 
تر های اینورتر پیشنهادی کمبا توجه به این شند، استرس ولتاژ کلید

باشد. هم منین استرس سوئیج رهای مقایسه شده میاز سایر ساختا

سوئیج شنهادی از  سی اینورتر پی شبنه امپدانسشبنه امپدان و  های 

 های اینورترهای مورد مقایسططه بسططیار کمترهای سططاقنیز سططوئیج

 باشد.می

های اینورتر پیشنهادی با ( مقایسه استرس ولتاژ خازن2شند )

[ را به 99د فعال  اینورتر شططبه منبع امپدانس بهبود یافته با ید کلی

شان می ازای بهره ولتاژ سان ن سترس ین شند، ا دهد با توجه به این 

سترس ولتاژ ولتاژ همه خازن سیار کمتر از ا های ساختار پیشنهادی ب

خازن سطططاختار شطططبه امپدانس بهبود یافته با ید کلید فعال به جز 

 باشد.می 1Cخازن 

S0 Siwitch EB-
ASqZSI[13]

S0 Siwtch Proposed 
inverter

Proposed 
inverter

EB-ASqZSI[13]
S0 Siwitch EB-

ASqZSI[12]

HG-qSBI [11]/
EB-ASqZSI[12]

CA-qZSI [3]
Classical ZSI 

[1]

/
S

D
C

V
G

V

 
 هاژ سوئیج اینورتر پیشنهادی با سایر ساختار: مقایسه استرس ولتا7شند 
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ع شبه منب های اینورتر پیشنهادی با ساختار: مقایسه استرس ولتاژ خازن2شند 

 امپدانس بهبود یافته با ید کلید فعال

 سازینتایج شبیه -5

سازی برای بررسی صحت عملنرد مبدل پیشنهادی، نتایج شبیه

ئه شطططده اسطططت. مقادیر  Matlab/Simulinkدر محیا نرم افزار  ارا

 نشان داده شده است.  8پارامترهای مبدل پیشنهادی در جدول 

ستی بازه ات ال  990برای تولید ولتاژ موثر  ولت در خروجی بای

یرفته شطططود، طبق رابطه  در نظر 968/0کوتاه اینورتر پیشطططنهادی 

حاصد خواهد شد و ضریب بوست برابر  91/5( بهره ولتاژ برابر با 90)

شد. اندازه ولتاژ خروجی می 667/5با  ولت  940( برابر با PNV) DCبا

 شود.حاصد می
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 : مقادیر پارامترهای اینورتر پیشنهادی8جدول 

 مقدار  پارامتر مبدل پیشنهادی

 ولت DCV 60 ولتاژ ورودی

 کیلوهرتز fs 90فرکانس کلیدزنی 

 01195 ضریب مدولاسیون

  D 01968بازه ات ال کوتاه 

 اهم Ro 50مقاومت بار 

 میلی هانری 3L 9و  2L سلف

 مینروفاراد 1C ،2C ،3C،4C 470 خازن

شند  شند موج ولتاژ خروجی  )ب(-1)الف( و -1در  به ترتیب 

)پ( نیز شططند موج -1نشططان داده شططده اسططت. در شططند  فاز و خا

باشططد. با توجه به این شططند موج جریان ورودی قابد مشططاهده می

سته  ساختارهای دیگر و نیز پیو سه با  جریان هجومی نامیز در مقای

تاییدبودن  کند مبدل می جریان ورودی قابد ملاحظه اسطططت که 

پیشنهادی برای کاربردهای تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی یزینه 

 مناسبی خواهد بود. 

0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25

-200

0

200

( )PhaseV V

 
 )الف(

0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25
-500

0

500
( )LineV V

 
 )ب(

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
0

50

100

10

11

12

( )inI A

 
 )پ(

)الف( شند موج ولتاژ  های ورودی و خروجی اینورتر پیشنهادی، شند موج: 1 شند

 فاز خروجی )ب( شند موج ولتاژ خا خروجی )پ( شند موج جریان ورودی 

 

خروجی شطططبنه منبع امپدانس  DC)الف( ولتاژ -90 در شطططند

(PNVشند ست و در  شده ا شان داده  )پ( و -90)ب(، -90های ( ن

 4Cو  3,C2(C(،  1Cهایهای ولتاژ خازن)ک( به ترتیب شند موج-90

  هایعبوری از سلف جریان)د( نیز -90هده است. در شند قابد مشا

1L  2وL  ه پیشنهادی بقابد مشاهده است. شبنه شبه منبع امپدانس

ولت در ورودی  940ولت را به  60ورودی برابر با  DCدرسططتی ولتاژ 

فاز موثر  تاژ  ید نموده و ول بد قه اینورتر ت لت در خروجی  990طب و

 اینورتر حاصد شده است. 

( )PNV V

 
 )الف(

1( )CV V

 
 )ب(

 1 2( )C CV V V V

 
 )پ(

4 ( )CV V

 
 )ک(

1 2( ) ( )L LI A I A

 
 (د)

 ،DC)الف( ولتاژ خروجی های مبدل پیشنهادی، شند موج ولتاژ المان: 90شند 

 )د( شند موج جریان سلف ،هاشند موج ولتاژ خازن)ب(، )پ( و )ک( 
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های مذکور تطابق کامد با روابا ارایه شده برای موج تمامی شند

باشند و این امر صحت روابا ارایه شده مبدل پیشنهادی را دارا می

 دهد.برای اینورتر پیشنهادی را نشان می

 گیرینتیجه -6

ورتر شبه منبع امپدانس ایندر این مقاله، ید ساختار جدید برای 

ضریب بوست  با  (EB-ASqZSI) یر ایزوله با ید سوییج فعال از نوع

بالا ارائه شده است. ساختار پیشنهادی توانایی حذب جریان هجومی، 

زیاد و زمین مشترک بین بسیار جریان ورودی پیوسته، بهره ولتاژ 

نسبت به این ساختار باشد. های اینورتر را دارا میو ساق DCمنبع 

دارای  (EB-ASqZSI)اینورتر شبه منبع امپدانس حاوی سوییج فعال 

ید سلف و دو دیود کمتر و ید خازن بیشتر بوده و میزان بوست 

باشد. میولتاژ  ن بیشتر از دو برابر میزان بوست ساختار مورد مقایسه 

برای ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی ینسان، اینورتر پیشنهادی ضریب 

تری را دارا بوده و در بازه ات ال کوتاه کم ولتاژ مدولاسیون بزرگ

 از طرب دیگر، تواند تولید کند.را می ترخروجی با کیفیت مناسب

ساختار پیشنهادی در مقایسه با ساختارهای ارایه شده اخیر از نظر 

استرس سوییج، تعداد اجزای پسیو و ریپد جریان ورودی دارای برتری 

سازی صحت عملنرد ساختار شد. نتایج شبیهبامحسوس می

پیشنهادی را تایید نموده و تطابق کامد بین روابا محاسبه شده برای 

 سازی نشان داده شده است.اینورتر پیشنهادی با نتایج شبیه
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